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POPULARNONAUKOWE STRESZCZENIE PROJEKTU

Rozwéj technologii zwiazkéw A'"'BY np. InAsSb, AlAsSb (z rodziny 6.1 A) umozliwia
wytwarzanie barierowych detektorow podczerwieni pracujacych w temperaturach 200—300 K,
zwanych w literaturze angielskiej detektorami HOT (ang. high operating temperature). Z racji
dominujgcego udzialu wigzan kowalencyjnych w zwigzkach A"BY, moga one pracowaé
W wyzszych temperaturach w poréwnaniu z detektorami z HgCdTe (o dominu{' agcym udziale wigzan
jonowych). Stwarza to nowe mozliwosci aplikacyjne detektorow grupy A'"BY, nieosiggalne dla
detektorow z HgCdTe, pracujacych w zakresie widmowym zardwno S$redniej podczerwieni
(3—5 um) jak i dalszej podczerwieni (8—14 um).

Podczas procesu wytwarzania barierowych struktur detekcyjnych z InAsSb, zbocza mesy
poddane sa na dziataniu czynnikow atmosferycznych powodujacych powstanie niepozadanych
warstw tlenkowych. Niektore z tych tlenkow sa naturalnymi przewodnikami. Skutkuje
to powstaniem pradéw uptywnos$ci na powierzchni mesy decydujacych o wielkosci pradu ciemnego
I ograniczajacych osiagi struktur detekcyjnych.

Bioragc powyzsze pod uwage, celem proponowanego projektu bedzie opracowanie skutecznej
metody ograniczenia pradow uptywnosci w strukturach barierowych InAsSb osadzanych
na podtozach GaAs metoda MBE (ang. molecular beam epitaxy) z wykorzystaniem technik
pasywacji powierzchni. Przewiduje, ze zastosowanie warstwy pasywacyjnej pozwoli ograniczy¢
prad ciemny blisko 2 rzedy wielkosci w przedziale temperatur 200—-300 K.

Zadania konieczne do zrealizowania projektu to:

wzrost heterostruktur barierowych InAs,Sbi.x, na podtozu GaAs metodg MBE;
wykonanie struktur detekcyjnych w processing-u na ,,sucho” oraz ,,na mokro”;
pasywacja zbocza mesy za pomocg sputtering-u i pasywacji chemicznej;
charakterystyka struktur detekcyjnych.



